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(57)【要約】
【課題】有機発光表示装置を提供する。
【解決手段】外光反射を防止し、かつ外光の透過率をさ
らに高めるために、基板と、基板の第１面上に形成され
、それぞれ基板の方向に発光する第１領域と、外光が透
過される第２領域とを持つ複数のピクセルと、各ピクセ
ルの第１領域に配置され、それぞれ少なくとも一つの薄
膜トランジスタを備える複数のピクセル回路部と、ピク
セル回路部を覆う第１絶縁膜と、第１絶縁膜上に形成さ
れ、各ピクセルの第１領域に互いに独立して配置され、
各ピクセル回路部と電気的に連結された複数の第１電極
と、第１電極の少なくとも一部を覆う第２絶縁膜と、第
１電極に対向してあらゆるピクセルにかけて連結される
ように備えられ、各ピクセルで少なくとも第１領域に形
成された第２電極と、第１電極と第２電極との間に介在
された有機膜と、基板の第１面と対向する密封部材と、
基板の第２面に位置している反射防止膜と、を備え、反
射防止膜は、第１領域に対応する反射防止部及び第２領
域に対応する透過部を備える有機発光表示装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の第１面上に形成され、それぞれ前記基板の方向に発光する第１領域と、外光
が透過される第２領域とを持つ複数のピクセルと、
　前記各ピクセルの第１領域に配置され、それぞれ少なくとも一つの薄膜トランジスタを
備える複数のピクセル回路部と、
　前記ピクセル回路部を覆う第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成され、前記各ピクセルの第１領域に互いに独立して配置され、
前記各ピクセル回路部と電気的に連結された複数の第１電極と、
　前記第１電極の少なくとも一部を覆う第２絶縁膜と、
　前記第１電極に対向して前記あらゆるピクセルにかけて連結されるように備えられ、前
記各ピクセルで少なくとも前記第１領域に形成された第２電極と、
　前記第１電極と第２電極との間に介在された有機膜と、
　前記基板の第１面と対向する密封部材と、
　前記基板の第２面に位置している反射防止膜と、
　を備え、
　前記反射防止膜は、前記第１領域に対応する反射防止部及び前記第２領域に対応する透
過部を備える有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記反射防止部は、直線偏光膜及び位相差膜を備えることを特徴とする請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記反射防止部は、円偏光フィルタを備える請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記透過部は、直線偏光膜または位相差膜のうちいずれか一つのみを備える請求項１ま
たは請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記透過部は、穴のあいていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の
有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第２電極は、光反射電極で備えられたことを特徴とする請求項１～５のいずれか１
つに記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記各ピクセルの第１領域は発光領域及び回路領域を備え、前記ピクセル回路部は前記
回路領域に配置され、前記第１電極は前記発光領域に配置され、前記各ピクセルの前記発
光領域及び前記回路領域は互いに隣接して配置されることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は、互いに独立しており、
　前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに独立していることを特徴とする請求
項１～７のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は、互いに連結され、
　前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに連結されることを特徴とする請求項
１～７のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第２電極は、前記各第２領域に対応する位置に複数の第１透過窓を備えることを特
徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
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　前記第２絶縁膜は、前記第１透過窓と連結された複数の第２透過窓を備えることを特徴
とする請求項１０に記載の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　基板と、
　前記基板の第１面上に形成され、それぞれ前記基板の逆の方向に発光する第１領域と、
外光が透過される第２領域とを持つ複数のピクセルと、
　前記各ピクセルの第１領域に配置され、それぞれ少なくとも一つの薄膜トランジスタを
備える複数のピクセル回路部と、
　前記ピクセル回路部を覆う第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成されて前記各ピクセルの第１領域に互いに独立して配置され、
前記各ピクセル回路部と電気的に連結された複数の第１電極と、
　前記第１電極の少なくとも一部を覆う第２絶縁膜と、
　前記第１電極に対向して前記あらゆるピクセルにかけて連結されるように備えられ、前
記各ピクセルで少なくとも前記第１領域に形成された第２電極と、
　前記第１電極と第２電極との間に介在された有機膜と、
　前記基板の第１面と対向する密封部材と、
　前記密封基板の外面に位置している反射防止膜と、
　を備え、
　前記反射防止膜は、前記第１領域に対応する反射防止部及び前記第２領域に対応する透
過部を備える有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記反射防止部は、直線偏光膜及び位相差膜を備えることを特徴とする請求項１２に記
載の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記反射防止部は、円偏光フィルタを備える請求項１２に記載の有機発光表示装置。
【請求項１５】
　前記透過部は、直線偏光膜または位相差膜のうちいずれか一つのみを備える請求項１２
または請求項１３に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記透過部は、穴のあいていることを特徴とする請求項１２～１４のいずれか一項に記
載の有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第１電極は、光反射電極で備えられたことを特徴とする請求項１２～１６のいずれ
か一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記各ピクセルの第１領域は発光領域及び回路領域を備え、前記ピクセル回路部は前記
回路領域に配置され、前記第１電極は前記発光領域に配置され、前記各ピクセルの前記発
光領域は、前記回路領域を遮蔽できるように前記回路領域と重なって配置されることを特
徴とする請求項１２～１７のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１９】
　互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は、互いに独立しており、
　前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに独立していることを特徴とする請求
項１２～１８のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項２０】
　互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は互いに連結され、
　前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに連結されることを特徴とする請求項
１２～１８のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項２１】
　前記第２電極は、前記各第２領域に対応する位置に複数の第１透過窓を備えることを特
徴とする請求項１２～２０のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
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【請求項２２】
　前記第２絶縁膜は、前記第１透過窓と連結された複数の第２透過窓を備えることを特徴
とする請求項２１に記載の有機発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置に係り、さらに詳細には、透明な有機発光表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置は、視野角、コントラスト、応答速度、消費電力などの側面で特性が
優秀なため、ＭＰ３プレーヤや携帯電話などの個人用携帯機器からテレビ（ＴＶ）に至る
まで応用範囲が拡大しつつある。これらの有機発光表示装置に対して、装置内部の薄膜ト
ランジスタや有機発光素子を透明な形態に作ることで、透明表示装置として形成しようと
する試みがある。
【０００３】
　ところが、かかる透明表示装置では、スイッチオフ状態である時に反対側に位置してい
る事物またはイメージが、有機発光素子だけでなく薄膜トランジスタ及びいろいろな配線
などのパターン、及びこれら間の空間を透過してユーザに伝えられるが、たとえ透明表示
装置であるとしても、前記有機発光素子、薄膜トランジスタ及び配線自体の透過率があま
り高くなく、これら間の空間も非常に小さくて全体ディスプレイの透過率は高くない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００９－０１２２１３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、外光の反射を防止し、外光に対する透過度の高い透明な有機発光表示装置を
提供するところに目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記のような目的を達成するために、本発明は、基板と、前記基板の第１面上に形成さ
れ、それぞれ前記基板の方向に発光する第１領域と、外光が透過される第２領域とを持つ
複数のピクセルと、前記各ピクセルの第１領域に配置され、それぞれ少なくとも一つの薄
膜トランジスタを備える複数のピクセル回路部と、前記ピクセル回路部を覆う第１絶縁膜
と、前記第１絶縁膜上に形成され、前記各ピクセルの第１領域に互いに独立して配置され
、前記各ピクセル回路部と電気的に連結された複数の第１電極と、前記第１電極の少なく
とも一部を覆う第２絶縁膜と、前記第１電極に対向して前記あらゆるピクセルにかけて連
結されるように備えられ、前記各ピクセルで少なくとも前記第１領域に形成された第２電
極と、前記第１電極と第２電極との間に介在された有機膜と、前記基板の第１面と対向す
る密封部材と、前記基板の第２面に位置している反射防止膜と、を備え、前記反射防止膜
は、前記第１領域に対応する反射防止部及び前記第２領域に対応する透過部を備える有機
発光表示装置を提供する。
【０００７】
　本発明の他の特徴によれば、前記反射防止部は、直線偏光膜及び位相差膜を備えること
を特徴とする。
【０００８】
　本発明の他の特徴によれば、前記反射防止部は、円偏光フィルタを備える。
【０００９】
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　本発明の他の特徴によれば、前記透過部は、直線偏光膜または位相差膜のうちいずれか
一つのみを備える。
【００１０】
　本発明の他の特徴によれば、前記透過部は、穴のあいていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２電極は、光反射電極で備えられたことを特徴とす
る。
【００１２】
　本発明の他の特徴によれば、前記各ピクセルの第１領域は発光領域及び回路領域を備え
、前記ピクセル回路部は前記回路領域に配置され、前記第１電極は前記発光領域に配置さ
れ、前記各ピクセルの前記発光領域及び前記回路領域は互いに隣接して配置されることを
特徴とする。
【００１３】
　本発明の他の特徴によれば、互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は、
互いに独立しており、前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに独立しているこ
とを特徴とする。
【００１４】
　本発明の他の特徴によれば、互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は、
互いに連結され、前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに連結されることを特
徴とする。
【００１５】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２電極は、前記各第２領域に対応する位置に複数の
第１透過窓を備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２絶縁膜は、前記第１透過窓と連結された複数の第
２透過窓を備えることを特徴とする。
【００１７】
　前記のような目的を達成するために、本発明は、基板と、前記基板の第１面上に形成さ
れ、それぞれ前記基板の逆の方向に発光する第１領域と、外光が透過される第２領域とを
持つ複数のピクセルと、前記各ピクセルの第１領域に配置され、それぞれ少なくとも一つ
の薄膜トランジスタを備える複数のピクセル回路部と、前記ピクセル回路部を覆う第１絶
縁膜と、前記第１絶縁膜上に形成されて前記各ピクセルの第１領域に互いに独立して配置
され、前記各ピクセル回路部と電気的に連結された複数の第１電極と、前記第１電極の少
なくとも一部を覆う第２絶縁膜と、前記第１電極に対向して前記あらゆるピクセルにかけ
て連結されるように備えられ、前記各ピクセルで少なくとも前記第１領域に形成された第
２電極と、前記第１電極と第２電極との間に介在された有機膜と、前記基板の第１面と対
向する密封部材と、前記密封基板の外面に位置している反射防止膜と、を備え、前記反射
防止膜は、前記第１領域に対応する反射防止部及び前記第２領域に対応する透過部を備え
る有機発光表示装置を提供する。
【００１８】
　本発明の他の特徴によれば、前記反射防止部は、直線偏光膜及び位相差膜を備えること
を特徴とする。
【００１９】
　本発明の他の特徴によれば、前記反射防止部は、円偏光フィルタを備える。
【００２０】
　本発明の他の特徴によれば、前記透過部は、直線偏光膜または位相差膜のうちいずれか
一つのみを備える。
【００２１】
　本発明の他の特徴によれば、前記透過部は、穴のあいていることを特徴とする。
【００２２】
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　本発明の他の特徴によれば、前記第１電極は、光反射電極で備えられたことを特徴とす
る。
【００２３】
　本発明の他の特徴によれば、前記各ピクセルの第１領域は発光領域及び回路領域を備え
、前記ピクセル回路部は前記回路領域に配置され、前記第１電極は前記発光領域に配置さ
れ、前記各ピクセルの前記発光領域は、前記回路領域を遮蔽できるように前記回路領域と
重なって配置されることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の他の特徴によれば、互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は、
互いに独立しており、前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに独立しているこ
とを特徴とする。
【００２５】
　本発明の他の特徴によれば、互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２領域は互
いに連結され、前記透過部は、互いに隣接する他の透過部と互いに連結されることを特徴
とする。
【００２６】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２電極は、前記各第２領域に対応する位置に複数の
第１透過窓を備えることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２絶縁膜は、前記第１透過窓と連結された複数の第
２透過窓を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、反射電極による外光の反射を防止して、ユーザが高コントラストのイ
メージを観察可能にし、外光に対する透過率低下を最大限低減させることができ、これに
より、ユーザの外部イメージの観察がさらに容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置の概略的な断面図である。
【図２】本発明の望ましい他の一実施形態による有機発光表示装置の概略的な断面図であ
る。
【図３】図１または図２の一実施形態をさらに詳細に示す断面図である。
【図４】図１または図２の他の一実施形態をさらに詳細に示す断面図である。
【図５Ａ】反射防止部で外光反射を防止する原理を示す概念図である。
【図５Ｂ】反射防止部で外光反射を防止する原理を示す概念図である。
【図６】図３または図４の有機発光部の望ましい一実施形態の概略的な平面図である。
【図７】図３または図４の有機発光部の望ましい他の一実施形態の概略的な平面図である
。
【図８】図３または図４の有機発光部の一ピクセルを示す断面図である。
【図９】図３または図４の有機発光部の望ましい他の一実施形態の概略的な平面図である
。
【図１０】図３または図４の有機発光部の望ましいさらに他の一実施形態の概略的な平面
図である。
【図１１】図３または図４の有機発光部の他の一実施形態による一ピクセルを示す断面図
である。
【図１２】本発明の一実施形態による反射防止膜を示す平面図である。
【図１３】本発明の一実施形態による反射防止膜を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明は、多様な変換を加えることができ、かついろいろな実施形態を持つことができ
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る。以下、特定の実施形態を図面に例示して詳細に説明する。しかし、これは、本発明を
特定の実施形態に限定するものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれるあらゆる
変換、均等物ないし代替物を含むと理解されねばならない。本発明を説明するに当って、
関連する公知技術についての具体的な説明が本発明の趣旨を不明にすると判断される場合
、その詳細な説明を省略する。
【００３１】
　第１、第２などの用語は、多様な構成要素を説明するのに使われうるが、構成要素はこ
れらの用語により限定されてはならない。これらの用語は、一つの構成要素を他の構成要
素から区別する目的のみで使われる。
【００３２】
　本出願で使用した用語は、単に特定の実施形態を説明するために使われたものであって
、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現が、文脈上明白に異なる意味では
ない限り、複数の表現を含む。本出願で、’’含む’’または’’持つ’’などの用語は
、明細書上に記載された特徴、数、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わ
せたものが存在するということを指定しようとするものであり、一つまたはそれ以上の他
の特徴や数、段階、動作、構成要素、部品またはこれらの組み合わせの存在または付加可
能性をあらかじめ排除するものではないと理解されねばならない。
【００３３】
　以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態についてさらに詳細に説明す
る。
【００３４】
　図１は、本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置を概略的に示す断面図で
ある。
【００３５】
　図１を参照すれば、本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置は、基板１上
に有機発光部（図示せず）が備えられ、有機発光部を覆う密封基板２が備えられる。一方
、画像が具現される側である基板の外面に反射防止膜４が備えられることを特徴とする。
【００３６】
　これらの有機発光表示装置において、外光は、基板１、有機発光部及び密封基板２を透
過して入射される。
【００３７】
　そして、有機発光部及び密封基板２は、後述するように外光が透過可能に備えられたも
のであり、図１を見れば、画像が具現される側に位置するユーザが基板１の上部外側のイ
メージを観察できるように備えられる。図１に示した実施形態で、画像が基板１の方向に
具現される背面発光型として開示されたが、本発明が必ずしもこれに限定されるものでは
なく、図２に示したように、画像が基板１の逆方向に具現される前面発光型にも同様に適
用できるということはいうまでもない。この場合、ユーザは基板１の上部で画像を見るか
、または、下部外側のイメージを観察できる。本発明はまた、必ずしも図１及び図２によ
る実施形態に限定されるものではなく、画像が基板１の方向及び基板１の逆方向に具現さ
れる両面発光型にも同様に適用できる。
【００３８】
　図１及び図２では、本発明の有機発光表示装置の互いに隣接する２つのピクセルである
第１ピクセルＰ１及び第２ピクセルＰ２を示した。
【００３９】
　各ピクセルＰ１Ｐ２は、第１領域３１及び第２領域３２を備えている。
【００４０】
　第１領域３１を通じては画像が具現され、第２領域３２を通じては外光が透過される。
【００４１】
　すなわち、本発明は、各ピクセルＰ１Ｐ２がいずれも画像を具現する第１領域３１と、
外光が透過される第２領域３２とが備えられていて、ユーザは、有機発光装置から具現さ
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れる画像を見ていない時には、外部イメージを見ることができる。
【００４２】
　この時、第２領域３２には薄膜トランジスタ、キャパシタ、有機発光素子などの素子を
形成しないことで、この第２領域３２における外光透過率を極大化して、結果的に有機発
光表示装置全体の外光透過率を高めることができ、透過イメージが薄膜トランジスタ、キ
ャパシタ、有機発光素子などの素子により干渉されて歪曲が生じることを最大限低減させ
ることができる。
【００４３】
　図３は、図１の有機発光表示装置をさらに具体的に示す一実施形態であり、基板１の第
１面１１に形成された有機発光部２１と、この有機発光部２１を密封する密封基板２、基
板１と密封基板２を接合する密封材２４とを備える。
【００４４】
　前記密封基板２は、透明な部材で形成されて有機発光部２１からの画像を具現させ、有
機発光部２１への外気及び水分の浸透を遮断する。
【００４５】
　前記基板１と前記密封基板２とは、そのエッジが密封材２４により結合されて、前記基
板１と密封基板２との間の空間２５が密封される。前記空間２５には、吸湿剤や充填材な
どが位置する。
【００４６】
　前記密封基板２の代りに、図４に示すように、薄膜の密封フィルム２３を有機発光部２
１上に形成することで、有機発光部２１を外気から保護できる。前記密封フィルム２３は
、酸化シリコンまたは窒化シリコンなどの無機物からなる膜と、エポキシ、ポリイミドな
どの有機物からなる膜とが交互に成膜された構造をとることができるが、必ずしもこれに
限定されるものではなく、透明な薄膜上の密封構造ならば、いかなるものでも適用できる
。
【００４７】
　図示していないが、前記有機発光部２１についての密封構造として、図４の密封フィル
ム２３を形成した上に再び図３の密封基板２をさらに備えてもよい。
【００４８】
　一方、図３及び図４は、図１の有機発光表示装置をさらに具体的に示した一実施形態を
示す図面である。図１の有機発光表示装置は基板１の下面に画像を具現するため、基板１
の下面、すなわち、第２面１２に、外光に対する反射を防止する反射防止膜４を形成する
。一方、図示されていないが、図２の有機発光表示装置では基板１の逆方向に画像を具現
するため、密封基板２または密封フィルム２３の外面に、外光に対する反射を防止する反
射防止膜４を形成する。
【００４９】
　前述したように、本発明の有機発光表示装置は、第２領域３２における外光透過率を極
大化して有機発光表示装置全体の外光透過率を高めるのに最も大きい特徴を持つ。また、
第１領域３１に反射防止膜４を配置して外光の反射を防止することで、有機発光表示装置
のコントラストを高めて鮮明な映像を表示させる特徴を持つ。
【００５０】
　次いで、図８及び図１１で詳細に後述するが、第１領域３１には、少なくとも一つの薄
膜トランジスタを備えるピクセル回路部が位置する。また、第１領域３１には、第１電極
及び第２電極を備える有機発光素子が位置する。ピクセル回路部や電極を備える有機発光
素子などの構造物は、外光を反射して有機発光表示装置のコントラストを低下させるとい
う問題がある。特に、第１電極または第２電極のうち一つの電極は、背面発光または前面
発光を具現するための反射電極の機能を行うため、これらの電極による外光反射で、有機
発光表示装置のコントラストはさらに低下する。したがって、第１領域３１に対応する部
分は、外光反射を除去できる構造が要求される。一方、第２領域３２にはできるだけ絶縁
膜や電極及び光学フィルムなどの構造物を少なく配置することで、外光に対する透過率を
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高める必要がある。
【００５１】
　したがって、本発明は反射防止膜４を用いて、特に第１領域３１における外光に対する
反射率を低め、第２領域３２において外光に対する透過率を高めた。具体的に、反射防止
膜４は、第１領域３１に対応する部分には、外光に対する反射率を低めるための反射防止
部４１を形成し、第２領域３２に対応する部分には、外光に対する透過率をさらに高める
ために透過部４２を形成することを特徴とする。
【００５２】
　反射防止部４１は円偏光フィルタを備えるか、または直線偏光膜及び位相差膜が積層さ
れた膜を備えることを特徴とする。ここで、外光は、円偏光フィルタを通過しつつ所定の
回転方向を持つ円偏光に変換される。また外光は、直線偏光膜を通過しつつ所定の方向の
直線偏光に変換され、変換された直線偏光は、位相差膜を通過しつつ波長の１／４ほど位
相が変化することで、所定の回転方向を持つ円偏光に変換する。ここで位相差膜は、例え
ば、ラムダ（Ｌａｍｄａ）／４リターダ（ｒｅｔａｒｄｅｒ）でありうる。したがって、
直線偏光膜及び位相差膜が積層された膜は円偏光フィルタと同じ機能を行う。
【００５３】
　一方、反射防止膜４はフィルム形態でもあり、コーティングされた薄膜上に線形構造物
を直接成形して形成してもよい。例えば、反射防止部４１の円偏光フィルタ、直線偏光膜
及び位相差膜は、フィルム形態の膜に付着したものでありうる。但し、反射防止部４１の
位相差膜は、複数層の有機または無機薄膜を形成した後、膜の厚さを調節して位相を変化
させるものであり、この時、直線偏光膜は、金属性材質を持つナノサイズの線形構造物を
位相差膜上に周期的に配置して形成できる。
【００５４】
　図５Ａ及び図５Ｂを参照すれば、反射防止部４１で外光反射を防止する原理が図示され
ている。
【００５５】
　まず、図５Ａを参照して、円偏光フィルタ４７を備える反射防止部４１で外光反射を防
止する原理を説明する。
【００５６】
　まず、外光５１が、反射防止部４１を通過して所定の方向に回転する第１円偏光５１’
に変換される。第１円偏光５１’は、第１領域３１に配置された有機発光素子ＥＬに含ま
れ、光を反射する第１電極または第２電極に到達して反射される。ここで、有機発光表示
装置が背面発光型である時は第２電極が光反射電極であり、有機発光表示装置が前面発光
型である時は第１電極が光反射電極でありうる。この時、反射された第１円偏光５１’は
、回転方向が逆に変わりつつ第２円偏光５１’’に変換される。例えば、第１円偏光５１
’が時計回り方向に回転する右円偏光であれば、第２円偏光５１’’は、逆時計回り方向
に回転する左円偏光になる。第２円偏光５１’’は回転方向が逆であるため、円偏光フィ
ルタ４７を備える反射防止部４１を再び通過できない。結局、外光５１は反射せずに消滅
し、有機発光表示装置の第１領域３１で発光する映像は、外光反射によるコントラストの
低下なしに鮮明に表示される。
【００５７】
　次いで、図５Ｂを参照して、直線偏光膜４５及び位相差膜４３が積層された膜を備える
反射防止部４１で外光反射を防止する原理を説明する。ここで、有機発光素子ＥＬの向か
う方向に位相差膜４３が配置され、位相差膜４３の外面に直線偏光膜４５が積層される。
【００５８】
　まず、外光５１が、直線偏光膜４５を通過して所定の軸方向に振動する第１直線偏光５
１ｘに変換される。次いで、第１直線偏光５１ｘは、位相差膜４３により波長の１／４ほ
ど位相が変化することで、所定の回転方向を持つ第１円偏光５１’に変換される。第１円
偏光５１’は、第１領域３１に配置された有機発光素子ＥＬに含まれ、光を反射する第１
電極または第２電極に到達して反射される。この時、反射された第１円偏光５１’は、回
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転方向が逆に変わって第２円偏光５１’’に変換される。第２円偏光５１’’は、再び位
相変換膜４３を通過しつつ第２直線偏光５１ｙに変換するが、第２直線偏光５１ｙは、第
１直線偏光５１ｘと垂直する成分を持つ。したがって、第２直線偏光５１ｙは、直線偏光
膜４５を再び通過できない。結局、外光５１は反射せずに消滅し、有機発光表示装置の第
１領域３１で発光する映像は、外光反射によるコントラストの低下なしに鮮明に表示され
る。
【００５９】
　一方、透過部４２は、反射防止部４１とは異なって直線偏光膜４５または位相差膜４３
のうちいずれか一つのみを含むか、またはいかなる光学膜も含まずに第２領域３２に対し
て穴のあいていることを特徴とする。透過部４２は、偏光機能なしに外光を透過すること
で、有機発光表示装置の外光透過率をさらに向上させる。一方、透過部４２は、穴をあけ
て形成することがさらに望ましいが、これは直線偏光膜４５または位相差膜４３が、外光
を一部吸収するか、または一部のみ透過できるためである。
【００６０】
　透過部４２は、反射防止膜４のうちピクセルの第２領域３２に対応する部分に穴をあけ
て形成できる。これらの穴は、微細刃の形成された金型で反射防止膜を押して形成できる
。他の例として、穴は、微細なレーザーで反射防止膜の一部分に熱を加えて形成すること
もある。
【００６１】
　次いで、本発明の有機発光部２１のさらに具体的な実施形態を説明する。
【００６２】
　図６は、本発明の有機発光部２１の一実施形態で、互いに隣接する赤色ピクセルＰｒ、
緑色ピクセルＰｇ及び青色ピクセルＰｂを示す平面図である。
【００６３】
　各赤色ピクセルＰｒ、緑色ピクセルＰｇ及び青色ピクセルＰｂは、第１領域３１に回路
領域３１１及び発光領域３１２をそれぞれ備える。これら回路領域３１１及び発光領域３
１２は、互いに隣接して配置される。
【００６４】
　そして、第１領域３１に隣接しては、外光を透過する第２領域３２が配置される。
【００６５】
　前記第２領域３２は、図６に示したように、各ピクセルＰｒ、Ｐｇ、Ｐｂ別に独立して
備えられてもよく、図７に示したように、各ピクセルＰｒ、Ｐｇ、Ｐｂにかけて互いに連
結されるように備えられてもよい。図７による実施形態の場合、外光が透過される第２領
域３２の面積が広くなる効果があるため、有機発光表示装置全体の透過率を高めることが
できる。一方、図６では、独立した第２領域３２間の空間に配線（データ配線、電源配線
）が通過するが、図７では、第２領域３２が連結されるように備えられるため、配線（デ
ータ配線、電源配線）は、透過領域の両外側のみに片寄せられて配置される。すなわち、
配線（データ配線、電源配線）は、第２領域３２を横切るように配置されない。
【００６６】
　図７には、赤色ピクセルＰｒ、緑色ピクセルＰｇ及び青色ピクセルＰｂの第２領域３２
がいずれも連結されたと図示したが、本発明は必ずしもこれらに限定されるものではなく
、赤色ピクセルＰｒ、緑色ピクセルＰｇ及び青色ピクセルＰｂのうち、互いに隣接するい
ずれか２つのピクセルの第２領域のみ互いに連結されるように備えられてもよい。
【００６７】
　図８は、図６または図７に図示されたピクセルＰｒ、Ｐｇ、Ｐｂのうち、いずれか一ピ
クセルの断面を示す図面である。
【００６８】
　図８に示したように、回路領域３１１には薄膜トランジスタＴＲが配置されるが、図面
に示したように、必ずしも一つの薄膜トランジスタＴＲが配置されるのに限定されず、こ
の薄膜トランジスタＴＲを含むピクセル回路部ＰＣが備えられうる。このピクセル回路部
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ＰＣには、薄膜トランジスタＴＲ以外にも複数の薄膜トランジスタ及びストレージキャパ
シタがさらに備えられ、これらと連結されたスキャンライン、データライン及びＶｄｄラ
インなどの配線がさらに備えられうる。
【００６９】
　発光領域３１２には、発光素子である有機発光素子ＥＬが配置される。この有機発光素
子ＥＬは、ピクセル回路部ＰＣの薄膜トランジスタＴＲと電気的に連結されている。
【００７０】
　前記基板１上にはバッファ膜２１１が形成され、このバッファ膜２１１上に薄膜トラン
ジスタＴＲを備えるピクセル回路部ＰＣが形成される。
【００７１】
　まず、前記バッファ膜２１１上には半導体活性層２１２が形成される。
【００７２】
　前記バッファ膜２１１は透明な絶縁物で形成されるが、不純元素の浸透を防止して表面
を平坦化する役割を行うものであって、このような役割を行える多様な物質で形成できる
。一例として、前記バッファ膜２１１は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン
、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化チタンまたは窒化チタンなどの無機物や、
ポリイミド、ポリエステル、アクリルなどの有機物またはこれらの積層体で形成できる。
前記バッファ膜２１１は必須構成要素ではなく、必要に応じては備えられないこともある
。
【００７３】
　前記半導体活性層２１２は多結晶シリコンで形成できるが、必ずしもこれらに限定され
るものではなく、酸化物半導体で形成できる。例えば、Ｇ－Ｉ－Ｚ－Ｏ層［（Ｉｎ２Ｏ３

）ａ（Ｇａ２Ｏ３）ｂ（ＺｎＯ）ｃ層］（ａ、ｂ、ｃは、それぞれａ≧０、ｂ≧０、ｃ＞
０の条件を満たす実数）でありうる。このように半導体活性層２１２を酸化物半導体で形
成する場合には、第１領域３１の回路領域３１１における透光度がさらに高くなり、これ
により、有機発光表示装置全体の外光透過度を上昇させることができる。
【００７４】
　前記半導体活性層２１２を覆うように、透明な絶縁物としてゲート絶縁膜２１３がバッ
ファ膜２１１上に形成され、ゲート絶縁膜２１３上にゲート電極２１４が形成される。
【００７５】
　ゲート電極２１４を覆うように、ゲート絶縁膜２１３上に透明な絶縁物として層間絶縁
膜２１５が形成され、この層間絶縁膜２１５上にソース電極２１６及びドレイン電極２１
７が形成されて、それぞれ半導体活性層２１２とコンタクトホールを通じてコンタクトさ
れる。
【００７６】
　前記のような薄膜トランジスタＴＲの構造は必ずしもこれらに限定されるものではなく
、多様な形態の薄膜トランジスタの構造が適用できるということはいうまでもない。
【００７７】
　これらの薄膜トランジスタＴＲを備えるピクセル回路部ＰＣを覆うように、パッシベー
ション膜２１８が形成される。前記パッシベーション膜２１８は、上面の平坦化した単一
または複数層の絶縁膜になりうる。このパッシベーション膜２１８は、透明な無機絶縁物
及び／または有機絶縁物で形成できる。前記パッシベーション膜２１８は、あらゆるピク
セルにかけて連結されるように形成できる。
【００７８】
　前記パッシベーション膜２１８上には、図８に示したように、薄膜トランジスタＴＲと
電気的に連結された有機発光素子ＥＬの第１電極２２１が形成される。前記第１電極２２
１は、あらゆるピクセル別に分離及び独立した島状で形成される。
【００７９】
　前記パッシベーション膜２１８上には、有機及び／または無機絶縁物で備えられた画素
定義膜２１９が形成される。
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【００８０】
　前記画素定義膜２１９は、前記第１電極２２１のエッジを覆い、中央部は露出させる。
この画素定義膜２１９は、第１領域３１を覆うように備えられるが、必ずしも第１領域３
１全体を覆う必要はなく、少なくとも一部、特に、第１電極２２１のエッジだけ覆えば十
分である。
【００８１】
　前記第１電極２２１上には、有機膜２２３と第２電極２２２とが順に積層される。前記
第２電極２２２は、前記有機膜２２３と絶縁膜である画素定義膜２１９とを覆い、あらゆ
るピクセルにかけて互いに電気的に連結されている。
【００８２】
　前記有機膜２２３は、低分子または高分子有機膜が使われる。低分子有機膜を使用する
場合、ホール注入層（ＨＩＬ：Ｈｏｌｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ）、ホール輸送
層（ＨＴＬ：Ｈｏｌｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙｅｒ）、発光層（ＥＭＬ：Ｅｍｉｓｓ
ｉｏｎ Ｌａｙｅｒ）、電子輸送層（ＥＴＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌ
ａｙｅｒ）、電子注入層（ＥＩＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ）
などが単一あるいは複合の構造で積層されて形成でき、使用可能な有機材料も、銅フタロ
シアニン（ＣｕＰｃ：ｃｏｐｐｅｒ ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ）、Ｎ，Ｎ－ジ（ナ
フタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ベンジジン（ＮＰＢ）、トリス－８－ヒ
ドロキシキノリンアルミニウム（Ａｌｑ３）などをはじめとして多様に適用できる。これ
ら低分子有機膜は、真空蒸着の方法で形成できる。この時、ホール注入層、ホール輸送層
、電子輸送層、及び電子注入層は共通層であって、赤色、緑色、青色のピクセルに共通に
適用できる。
【００８３】
　前記第１電極２２１はアノード電極の機能を行い、前記第２電極２２２はカソード電極
の機能を行うことができるが、もちろん、これら第１電極２２１と第２電極２２２との極
性は互いに逆になってもよい。
【００８４】
　本発明の一実施形態によれば、前記第１電極２２１は透明電極になり、前記第２電極２
２２は反射電極になりうる。前記第１電極２２１は、仕事関数の高いＩＴＯ、ＩＺＯ、Ｚ
ｎＯまたはＩｎ２Ｏ３などを含んで備えられうる。そして前記第２電極２２２は、仕事関
数の小さな金属、すなわち、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、
Ｃｒ、ＬｉまたはＣａなどで形成できる。したがって、前記有機発光素子ＥＬは、第１電
極２２１の方向に画像を具現する背面発光型になる。
【００８５】
　しかし、本発明は必ずしもこれらに限定されるものではなく、前記第２電極２２２も透
明電極で備えられてもよい。
【００８６】
　前記パッシベーション膜２１８、ゲート絶縁膜２１３、層間絶縁膜２１５及び画素定義
膜２１９は、前述したように、外光に対する透過率を高めるために透明な絶縁膜で形成す
ることが望ましい。
【００８７】
　前記第２電極２２２の上部には密封基板２が配置されうる。この密封基板２は外郭で、
図３に示したように、別途の密封材２４により基板１と接合されて、有機発光部２１を外
気に対して密封可能にする。密封基板２と第２電極２２２との間の空間には別途の充填材
（図示せず）が充填され、吸湿剤も介在される。有機発光部２１に対する密封構造は、必
ずしも図８に示した密封基板２の使用に限定されるものではなく、図４で説明した密封フ
ィルム２３構造も適用できる。
【００８８】
　一方、本発明にあって、前記第２電極２２２及び画素定義膜２１９には、それぞれ第１
透過窓２２４及び第２透過窓２２５がさらに形成できる。前記第１透過窓２２４は、前記
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第２電極２２２のうち、前記第２領域３２に対応する位置の部分を除去して形成でき、前
記第２透過窓２２５は、前記画素定義膜２１９のうち、前記第２領域３２に対応する位置
の部分を除去して形成できる。前記第１透過窓２２４及び第２透過窓２２５は、互いに連
結されるように形成できる。
【００８９】
　前記第２透過窓２２５は、パッシベーション膜２１８、層間絶縁膜２１５、ゲート絶縁
膜２１３及びバッファ膜２１１のうち少なくとも一つにさらに形成されてもよい。
【００９０】
　本発明はまた、必ずしも前記第１透過窓２２４と第２透過窓２２５とが共に存在すべき
ものではなく、２つのうちいずれか一つのみ存在するようにしてもよい。もちろん、この
場合には、外光に対する透過率を高めるために、金属で形成する第２電極２２２に第１透
過窓２２４のみ形成することが望ましい。
【００９１】
　図９は、本発明の有機発光部２１の他の一実施形態で、互いに隣接する赤色ピクセルＰ
ｒ、緑色ピクセルＰｇ及び青色ピクセルＰｂを示す平面図である。
【００９２】
　各赤色ピクセルＰｒ、緑色ピクセルＰｇ及び青色ピクセルＰｂの第１領域３１には回路
領域３１１及び発光領域３１２が備えられるが、これら回路領域３１１と発光領域３１２
とは互いに重なって配置される。図９に示す本発明の望ましい一実施形態によれば、前記
発光領域３１２の面積は回路領域３１１のピクセル回路部ＰＣの面積より大きくて、前記
回路領域３１１のピクセル回路部ＰＣは発光領域３１２に完全に遮蔽された状態になる。
【００９３】
　そして、第１領域３１に隣接しては、外光を透過する第２領域３２が配置される。前記
第２領域３２は、図９に示したように、各ピクセルＰｒ、Ｐｇ、Ｐｂ別に独立して備えら
れる。しかし、本発明はこれに限定されず、図１０に示したように、第２領域３２が各ピ
クセルＰｒ、Ｐｇ、Ｐｂにかけて互いに連結されるように備えられてもよい。図１０によ
る実施形態の場合、外光が透過される第２領域３２の面積が広くなる効果があるため、有
機発光表示装置全体の透過率を高めることができる。
【００９４】
　図１１は、図９または図１０に示したピクセルＰｒ、Ｐｇ、Ｐｂのうち、いずれか一ピ
クセルの断面を示す図面である。
【００９５】
　図１１に示したように、回路領域３１１には薄膜トランジスタＴＲが配置されるが、図
面に示したように、必ずしも一つの薄膜トランジスタＴＲが配置されるのに限定されるも
のではなく、この薄膜トランジスタＴＲを含むピクセル回路部ＰＣが備えられうる。この
ピクセル回路部ＰＣには、薄膜トランジスタＴＲ以外にも複数の薄膜トランジスタ及びス
トレージキャパシタがさらに備えられ、これらと連結されたスキャンライン、データライ
ン及びＶｄｄラインなどの配線がさらに備えられる。
【００９６】
　一方、回路領域３１１と重畳して回路領域３１１を遮蔽するように形成された発光領域
３１２には、発光素子である有機発光素子ＥＬが配置される。この有機発光素子ＥＬは、
ピクセル回路部ＰＣの薄膜トランジスタＴＲと電気的に連結されている。
【００９７】
　前記基板１上にはバッファ膜２１１が形成され、このバッファ膜２１１上に薄膜トラン
ジスタＴＲを含むピクセル回路部ＰＣが形成される。
【００９８】
　まず、前記バッファ膜２１１上には半導体活性層２１２が形成される。
【００９９】
　前記半導体活性層２１２は多結晶シリコンで形成できるが、必ずしもこれらに限定され
るものではなく、酸化物半導体で形成できる。例えば、Ｇ－Ｉ－Ｚ－Ｏ層［（Ｉｎ２Ｏ３
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）ａ（Ｇａ２Ｏ３）ｂ（ＺｎＯ）ｃ層］（ａ、ｂ、ｃは、それぞれａ≧０、ｂ≧０、ｃ＞
０の条件を満たす実数）でありうる。
【０１００】
　前記半導体活性層２１２を覆うように、透明な絶縁物としてゲート絶縁膜２１３がバッ
ファ膜２１１上に形成され、ゲート絶縁膜２１３上にゲート電極２１４が形成される。
【０１０１】
　ゲート電極２１４を覆うように、ゲート絶縁膜２１３上に透明な絶縁物として層間絶縁
膜２１５が形成され、この層間絶縁膜２１５上にソース電極２１６及びドレイン電極２１
７が形成されて、それぞれ半導体活性層２１２とコンタクトホールとを通じてコンタクト
される。
【０１０２】
　前記のような薄膜トランジスタＴＲの構造は、必ずしもこれらに限定されるものではな
く、多様な形態の薄膜トランジスタの構造が適用できるということはいうまでもない。
【０１０３】
　これらの薄膜トランジスタＴＲを含むピクセル回路部ＰＣを覆うように、パッシベーシ
ョン膜２１８が形成される。前記パッシベーション膜２１８は、上面の平坦化した単一ま
たは複数層の絶縁膜になりうる。このパッシベーション膜２１８は、透明な無機絶縁物及
び／または有機絶縁物で形成できる。前記パッシベーション膜２１８は、あらゆるピクセ
ルにかけて連結されるように形成できる。
【０１０４】
　前記パッシベーション膜２１８上には、図１１に示すように、薄膜トランジスタＴＲを
遮蔽するように有機発光素子ＥＬの第１電極２２１が形成される。前記第１電極２２１は
、あらゆるピクセル別に分離及び独立した島状に形成される。
【０１０５】
　前記パッシベーション膜２１８上には、有機及び／または無機絶縁物で備えられた画素
定義膜２１９が形成される。
【０１０６】
　前記画素定義膜２１９は、前記第１電極２２１のエッジを覆い、中央部は露出させる。
この画素定義膜２１９は第１領域３１を覆うように備えられるが、必ずしも第１領域３１
全体を覆うように備えられるものではなく、少なくとも一部、特に、第１電極２２１のエ
ッジを覆うようにすれば十分である。
【０１０７】
　前記第１電極２２１上には、有機膜２２３と第２電極２２２とが順に積層される。前記
第２電極２２２は、前記有機膜２２３と絶縁膜である画素定義膜２１９とを覆い、あらゆ
るピクセルにかけて互いに電気的に連結されている。第２電極は、全体第１領域と第２領
域とにかけて形成されてもよい。
【０１０８】
　前記第１電極２２１はアノード電極の機能を行い、前記第２電極２２２はカソード電極
の機能を行うことができるが、もちろん、これら第１電極２２１と第２電極２２２との極
性は、互いに逆になってもよい。
【０１０９】
　前記第１電極２２１は、各ピクセルごとに第１領域３１に対応するサイズで形成される
。前記第２電極２２２は、有機発光部全体のあらゆるピクセルを覆うように共通電極で形
成できる。
【０１１０】
　本発明の一実施形態によれば、前記第１電極２２１は反射電極になり、前記第２電極２
２２は透明電極になる。したがって、前記有機発光部２１は、第２電極２２２の方向に画
像を具現する前面発光型になる。
【０１１１】
　このために、前記第１電極２２１は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎ
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ｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａ及びこれらの化合物で形成された反射膜と、仕事関数の高い
ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ、またはＩｎ２Ｏ３などで備えられる。そして、前記第２電極２
２２は、仕事関数の小さな金属、すなわち、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ
、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａまたはこれらの合金などで形成できる。前記第２電極２
２２は、透過率を高くするために薄膜で形成することが望ましい。
【０１１２】
　このように第１電極２２１が反射電極で備えられる場合、その下部に配置されたピクセ
ル回路部は第１電極２２１により遮蔽された状態になり、これにより、図１１からみれば
、第２電極２２２の上部外側からユーザは、第１電極２２１の下部の薄膜トランジスタと
図示されていないキャパシタの各パターンとスキャンライン、データライン及びＶｄｄラ
インの一部を観察できなくなる。
【０１１３】
　このように第１電極２２１が反射電極で備えられることで、発光した光が観察者側、す
なわち、上部のみに発散するため、観察者の逆方向に消失する光量を低減させる。また、
前述したように、第１電極２２１がその下部のピクセル回路の多様なパターンを遮蔽する
役割を行うため、観察者がさらに鮮明な透過イメージを見ることができる。
【０１１４】
　前記パッシベーション膜２１８、ゲート絶縁膜２１３、層間絶縁膜２１５及び画素定義
膜２１９は、前述したように、外光に対する透過率を高めるために透明な絶縁膜で形成す
ることが望ましい。
【０１１５】
　一方、本発明において、前記第２電極２２２及び画素定義膜２１９には、それぞれ第１
透過窓２２４及び第２透過窓２２５がさらに形成される。前記第１透過窓２２４は、前記
第２電極２２２のうち前記第２領域３２に対応する位置の部分を除去して形成でき、前記
第２透過窓２２５は、前記画素定義膜２１９のうち前記第２領域３２に対応する位置の部
分を除去して形成できる。前記第１透過窓２２４及び第２透過窓２２５は、互いに連結さ
れるように形成できる。
【０１１６】
　しかし、本発明は必ずしもこれらに限定されるものではなく、パッシベーション膜２１
８、層間絶縁膜２１５、ゲート絶縁膜２１３及びバッファ膜２１１のうち少なくとも一つ
に、画素定義膜２１９に形成された第２透過窓２２５と連結された開口部または透過窓を
さらに形成して、第２領域３２における光透過率をさらに高めることができる。
【０１１７】
　図１２及び図１３は、本発明の一実施形態による反射防止膜４を示す平面図である。
【０１１８】
　図１２は、図６及び図９に対応して第２領域３２がピクセル別に独立して形成された、
有機発光表示装置に含まれる反射防止膜４を示す図面である。一方、図１２は、図６及び
図９に示したピクセルセットが４つ合わせられた形態を示すものである。図１２を参照す
れば、透過部４２は、第２領域３２に対応するように、隣接する他の透過部４２と互いに
独立して形成されたことを特徴とする。
【０１１９】
　図１３は、図７及び図１０に対応して互いに隣接する少なくとも２つのピクセルの第２
領域３２がお互い連結されて形成された有機発光表示装置に含まれる反射防止膜４を示す
図面である。一方、図１３は、図７及び図１０に示したピクセルセットが４つ合わせられ
た形態を示す図面である。図１３を参照すれば、透過部４２は、第２領域３２に対応する
ように、隣接する他の透過部４２と互いに連結されるように形成されたことを特徴とする
。
【０１２０】
　本発明は、添付した図面に図示された一実施形態を参考までに説明したが、これは例示
的なものに過ぎず、当業者ならば、これより多様な変形及び均等な他の実施形態が可能で
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範囲のみにより定められねばならない。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明は、有機発光表示装置関連の技術分野に好適に用いられる。
【符号の説明】
【０１２２】
１　基板、
２　密封基板、
１１　第１面、
１２　第２面、
２１　有機発光部、
２３　密封フィルム、
２４　密封材、
２５　空間、
３１　第１領域、
３２　第２領域、
４　反射防止膜、
４７　円偏光フィルタ、
４５　直線偏光膜、
４３　位相差膜、
４１　反射防止部、
４２　透過部、
２１１　バッファ膜、
２２１　第１電極、
２２２　第２電極、
２２３　有機膜、
２２４　第１透過窓、
２２５　第２透過窓、
３１１　回路領域、
３１２　発光領域、
ＴＲ　薄膜トランジスタ、
ＰＣ　ピクセル回路部。
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